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(  )hier ankreuzen, wenn dieses Ihre letztmögliche Klausur zur Hochfrequenztechnik ist! 
 

1.) Rauschen  (mögliche Punkte = 6) 
Ein Verstärker mit einer Rauschzahl entsprechend 4,5 dB und einer Leistungsverstärkung entsprechend 7dB wird an einen 
Rauschgenerator angeschlossen. Die Rauschtemperaturen des Rauschgenerators sind wie folgt:  

Zustand EIN  8000 K 
  Zustand AUS    290 K 
Am Ausgang des Verstärkers wird die Rauschleistung mit einem Rauschleistungsmesser bestimmt, dessen Rauschzahl dem 
Wert 10 dB entspricht. Geben Sie das Verhältnis der in den beiden Generatorzuständen gemessenen Rauschleistungswerte 
an. 

2.) Leistungsverstärker (mögliche Punkte =10) 
Gegeben sind die S – Parameter eines Hetero Bipolar Transistors für f = 2,14 GHz  (UMTS Band): 
 
S11 = 0.15 * EXP(j77°) S12 = -25.8dB  S21 = +14.5dB S22 = 0.344 * EXP(-j168°) 
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